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１．概要（Summary） 

 GeはSiフォトニクスにおける発光素子材料として注目さ

れている。Ge は間接遷移型半導体であるが、n 型ドーピ

ングによって L 点(間接遷移)の伝導帯下端を電子で占有

することにより、直接遷移発光を効率化できる。Si 上 Ge

発光デバイスの実現に向け、高濃度 n型 Ge層の形成お

よび評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子顕微鏡, クリーンドラフト潤沢超純水付 

【実験方法】 

 武田先端知クリーンルーム 2 に設置した超高真空化学

気相堆積装置を用い、p-Si上へ P ドープ Ge層を成長し

た。成長後、クリーンルーム 3 に設置の走査型電子顕微

鏡(SEM)を用いて、Ge 層の断面を観察し、膜厚を計測し

た。H2O2 エッチングにより n-Ge 層薄層化しつつ、Hall

効果測定を行うことで、Ge 層の深さ方向電子密度分布を

測定した。二次イオン質量分析（SIMS）を用いて深さ方

向 P密度分布を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 n-Ge層の膜厚は約 250 nmであった。Fig. 1は Hall

効果測定によって得られた典型的な深さ方向の電子密度

分布および SIMSにより得られた深さ方向の P 密度分布

である。成長温度 600 ˚CではGe中のP密度と電子密度

はよく一致しており、Ge中のPはほぼ活性化していると考

えられる。一方、500, 530 ˚Cでは Pの密度よりも電子密

度は低くなり、低温にするほどP密度と電子密度の違いは

大きくなった(Fig. 2)。 
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Fig. 1. Typical depth profiles for electron and 
phosphorus concentrations in n-Ge grown at 600˚C 
as well as Hall mobilities. 

 

Fig. 2. Growth temperature dependence of 
P/electron concentrations.  


